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内部ポテンシャル (Vo)の測定法を考案し， Si (001)で， Vo=11.9土2.2eVの値を得ている O
(3) 電子衝撃イオン脱離の角度分布を観測出来る装置を自作し， Mo (110)から放出されるcoイオン
の角度分布パターンから，結晶表面のもつ局所的なステップ構造を解析できることを示している O
(4) 上記の装置を更に改良して， Ni (111)面上での水素吸着系の実験を行なっている O これによって
NiのMVVオージェ信号の強度変化から水素吸着量を間接的にモニターできることを示している O
(5) また，放出される水素イオンの強度変化の測定からLichtmanらによって見出されていたNi(001)， 
Ni (001)への水素の二段階吸着過程がNi(111)面においても存在していることを見出している。
以上のように本論文は，表面研究に不可欠な構造解析手法についての新しい提案を行うと同時に，今
後重要になってくる水素の吸着問題に関しての指針も与えており，新しい装置の開発など，表面物性工
学への発展に寄与するところが大きL、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める O
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